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はじめに 

スーパーマグネトロンプラズマ（SMP）を用

いて非晶質窒化炭素（a-CNx:H）膜を均一に堆

積する際、基板に平行となるように磁界を回転

させる必要がある。磁界を回転する事無く、高

品質な膜を堆積するため、固定磁界下で均一な

プラズマを発生できるバンド型 SMP 装置を作

製した 1)。長方形の電極の周り（表裏面経由）

に電子がE×Bドリフトする構造の電極を作製

し、a-CNx:H 膜の堆積を試みた。 

 

実験及び結果 

バンド型SMP発生装置の構造を図1に示す。

上下の電極は円筒を扁平にした長方体型であ

る。円筒の軸方向にほぼ一様な固定磁界を印加

する。上下電極には逆位相の RF 電力を印加す

る。a-CNx:H 膜の堆積用にイソブタン（i-C4H10）

と N2の混合ガスを用い、Siウエハ上に a-CNx:H

膜を堆積した。基板の上方に永久磁石を配置し、

ガス圧 4Pa（30mTorr）にて、上 /下電極に

0-500/500W の RF 電力（UPRF/LORF）を供給

した。図 2 に LORF:500W における a-CNx:H 膜

堆積速度の UPRF 依存性を示す。堆積速度は

UPRF に殆ど依存せず、UPRF:0W の時に約

120nm/min と幾らか速かった。膜中の N 原子

濃度（図 3）は UPRF:300W にて最大値 17mass%

となり、O 原子濃度は UPRF に依存せず殆ど検

出できなかった。 

文献：1) 木下 他、2011 年春季応物予稿集、

27p-BC-3, 06-095. 

図２ 膜堆積速度の上電極電力依存性

図１ バンド型 SMPCVD 装置の構造図 

図３ N と O 原子濃度の上電極電力依存性 
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